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RECENZIA

osiggniecia naukowego oraz catoksztattu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
dr. inz. Mateusza Wosko zwigzku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Niniejsza recenzja zostata przygotowana w zwiazku z postepowaniem habilitacyinym dr. inz.
Mateusza Wosko, prowadzonym przez Rade Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika Politechniki Wroctawskiej, na podstawie dostarczonego zestawu dokumentacji
obejmujacego autoreferat ze szczegétowym opisem osiggniecia naukowego pt. ,Opracowanie
technologii zaawansowanych heterostruktur AlGaN/GaN do zastosowar w mikroelektronice”, wykaz
osiggniec, stanowiagcych znaczny wkfad w rozwdj dyscypliny, kopie publikacji wchodzacych w sktad
osiaggniecia wraz z oswiadczeniami o wspotautorstwie, a takze kopie publikacji powstatych w wyniku
prowadzenia badan w wiecej niz jednej jednostce naukowej.

Ponizej, w punktach przedstawiona zostanie sylwetka Habilitanta, ocena osiagniecia naukowego oraz
pozostatego dorobku naukowego, dziatalnosci organizacyjnej i eksperckiej, ocena dziatalnosci
dydaktycznej, podsumowanie wskaznikéw bibliometrycznych i wnioski koricowe.

Sylwetka Habilitanta

Dr inz. Mateusz Wosko urodzit sie w 1980 roku w Bolestawcu. Tytut zawodowy magistra inzyniera
uzyskat w roku 2004 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroctawskiej, na podstawie pracy
magisterskiej , Opracowanie technologii osadzania warstw GaN na podtozach krzemowych”,
wykonanej pod opieka naukowg Pani Profesor Reginy Paszkiewicz. Na tej samej uczelni, na Wydziale
Elektroniki Mikrosystemdéw i Fotoniki, w 2009 roku uzyskat stopien naukowy doktora nauk
technicznych, przedstawiajac rozprawe pt. “Opracowanie konstrukgji i technologii fotodetektoréow z
zastosowaniem nanostruktur potprzewodnikéw AllIBV o ciaglej zmianie sktadu”. Promotorka
rozprawy byta Pani Profesor Regina Paszkiewicz.
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Od pazdziernika 2009 roku jest zatrudniony w Politechnice Wroctawskiej na stanowisku kolejno
asystenta naukowego, adiunkta naukowego i adiunkta naukowo-dydaktycznego na Wydziale
Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow (nazwa zmieniona w 2021 roku).

Gtéwny obszar zainteresowan naukowych Habilitanta jednoznacznie zwigzany jest z zagadnieniami
technologii materiatow pétprzewodnikowych do zastosowan w nowoczesnej elektronice i fotonice,
przy czym przedstawione do oceny osiggniecie naukowe dotyczy rozwoju technologii
potprzewodnikdw szeroko-przerwowych AlGaN/GaN do zastosowan mikroelektronicznych.

Charakterystyka i ocena osiagniecia naukowego

Jako osiggniecie naukowe Habilitant przedstawit cykl powigzanych tematycznie publikacji o tytule
»,Opracowanie technologii zaawansowanych heterostruktur AlGaN/GaN do zastosowan w
mikroelektronice”, sktadajacy sie z 15 prac opublikowanych w indeksowanych czasopismach o
zasiegu miedzynarodowym — Journal of Electrical Engineering, Optica Applicata, CrystEngComm,
Journal of Vacuum Science and Technology, Superlattices and Microstructures, Crystal Research and
Technology, Journal of Crystal Growth, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Physica
Status Solidi, Materials Science in Semiconductor Processing oraz MDPI Electronics.

Wspétczynnik wptywu (Impact Factor, IF) wymienionych wyzej wydawnictw wynosi od 0,378 do 3,474
i, jak sie wydaje, mozna go uznac typowy dla obszaru technologii materiatéw elektronicznych.

Osiggniecie naukowe zostato szczegétowo opisane w obszernym autoreferacie, ktéry rozpoczyna sie
krétkim wprowadzeniem w zagadnienia heterozigczowych struktur pdtprzewodnikowych
AlGaN/GaN, ich kluczowych dla zastosowarn mikroelektronicznych parametréw, obszaréw
zastosowan i technologii wytwarzania (a takze wptywu doboru technologii na parametry struktur).
Cykl 15 publikacji dzieli Habilitant na 4 gtéwne obszar badawcze, scharakteryzowane w dalszej czgsci
autoreferatu i obejmujace rdzne aspekty technologii wytwarzania heterostruktur AlGaN/GaN, tj.

1. dobdér warstwy zarodziowe] i wptyw materiatu podioza na epitaksje azotku galu metoda
MOVPE,
optymalizacje warunkéw osadzania warstw buforowych heterostruktur AlGaN/GaN,

3. wptyw konstrukcji warstwy barierowej GaN na parametry elektryczne dwuwymiarowego gazu
elektronowego,

4. zagadnienia epitaksji selektywnej oraz wieloetapowej heterostruktur AlGaN/GaN.

Pierwszy obszar omowiony jest w pracach [1-6], skoncentrowanych na zagadnieniach wptywu
materiatu podtozowego (AlOs, SiC, Si lub GaN) i parametréw proceséw technologicznych na
wiasciwosci wzrastanych struktur AlGaN/GaN. Dobér odpowiedniej warstwy zarodoziowej i
dostosowanie processingu technologicznego pozwala na $wiadome ksztattowanie parametréow
heterostruktur i optymalizacje ich wiasciwosci w kontekscie wymogéw technicznych, planowanego
zastosowania, kosztow wytwarzania itp. Praca [1] ma charakter wprowadzajacy, koncentrujac sie na
zagadnieniach wybranych probleméw epitaksji GaN na podtozach krzemowych, ze szczegélnym
uwzglednieniem odpowiedniego doboru skiadu warstwy zarodziowej. Praca dostarcza
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podstawgwych informacji na temat typowo stosowanych materiatéw podtozowych, podejscia do
optymalizacji struktur, oraz wptywu konstrukcji heterostruktury oraz parametrow proceséw
technologicznych na jej wtasciwosci. W jednoautorskiej pracy [2] podsumowuje Habilitant wyniki
badan wptywu warunkéw osadzania i wygrzewania niskotemperaturowej warstwy zarodziowe] na
parametry elektryczne i optyczne heterostruktur MESFET na podtozach szafirowych, co pozwolito na
znalezienie zaleznosci pomiedzy czasem wygrzewania a morfologia powierzchni warstwy buforowej
oraz parametrami elektrycznymi (ruchliwos¢, koncentracja powierzchniowa elektrondw), a w
konsekwencji na analize ewolucji osadzanej warstwy epitaksjalnej i optymalizacje procesu
technologicznego. Warto wspomnie¢, ze w pracy przedstawiona jest oryginalna metoda pomiaru
grubosci warstw zarodziowych z wykorzystaniem ablacji laserowej materiatu GaN i pomiaru profilu
wytworzonych w ten sposob kanalow za pomocag skaningowej mikroskopii sit atomowych (AFM).
Praca [3] poswiecona jest ocenie wptywu zastosowania nanomaski z azotku krzemu (w celu
ograniczenia zdefektowania warstwy nanoszonej na podfoze krzemowe, gdzie z powoddow
technologicznych nie mozna zastosowaé nieciggtej warstwy zarodziowej GaN) na ograniczenie
gestosci dysiokacji i ograniczenie naprezen struktury (inZynieria naprezen). Przeprowadzone
eksperymenty technologiczne i badania pozwolity na zaproponowanie (po raz pierwszy) modelu
wzrostu wielowarstwy azotkowej przez nanomaske z azotku krzemu. Praca [4], dosc lakonicznie
wzmiankowana w autoreferacie, rowniez koncentruje sie na zagadnieniach inZynierii naprezen i
rainimalizacji defektow w strukturach GaN wzrastanych na podtozach krzemowych z zastosowaniem
maski z azotku krzemu, potwierdzajac korzystny wptyw zastosowania maski na parametry fizyczne i
optyczne wzrastanych struktur. W pracy [5] zawarte sg z kolei wyniki badan nad osadzaniem
potpolarnego i niepolarnego GaN na podtozach krzemowych o innych, niz typowo stosowanag,
orieptacjach krystalograficznych, z zastosowaniem réznych warstw zarodziowych, co pozwolito
Habilitantowi na opanowanie technologii wzrostu przy skutecznym ograniczeniu wptywu orientacji
warstwy podfozowej na orientacje materiatu osadzanego oraz na stwierdzenie kluczowego znaczenia
temperatury osadzania dla kontroli orientacji oraz stopnia koalescencji wielowarstw. Praca [6]
poréwnuje wiasciwosci elektryczne, optyczne i strukturalne heterostruktur tranzystorow HEMT z
AlGah/GaN osadzanych na réinych podtozach — szafirowych, krzemowych i z weglika krzemu.
Zawiera szczegbtowq dyskusje zarowno struktury osadzanych warstw, jak tez warunkéw wzrostu
warstw buforowych w kontekscie wptywu materiatu podtozowego (a w konsekwencji generowanych
naprezen) na wtasciwosci osadzanych heterostruktur.

Drugi obszar technologii, tj. optymalizacja warunkow osadzania warstw buforowych, krytycznych dla
zminimalizowania wplywu defektéw powstajacych na niedopasowanych sieciowo podtozach,
relaksacji naprezen, a takze dla zapewnienia odpowiedniej izolacji elektrycznej obszaréw czynnych,
pokrywany jest przez publikacje [7-10]. W pracy [7] przedstawione sg wyniki badan warunkdéw
osadzania (gtéwnie cisnienia oraz koncentracji prekursorow) warstwy buforowej na wiasciwosci
elektryczne i strukturaine heterostruktur osadzanych na podiozach szafirowych. Obejmuja one
rowniez analize zastosowania niskotemperaturowej warstwy przektadki GaN w celu poprawy
parametrow dwuwymiarowego gazu elektronowego. Wyniki pozwolity Autorowi na wnioskowanie o
wptywie cisnienia stosowanego w procesie osadzania (wyzsze cisnienie pozwala na uzyskanie
materiatu buforowego c lepszej jakosci strukturalnej, ale pogarsza jego wiasciwosci izolacyjne, przy
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czym zastosowanie przektadek niskotemperaturowego GaN minimalizuje wptyw cisSnienia na
wtasciwosci elektryczne) i dostarczyly cennych danych do prowadzenia optymalizacji procesow.
Praca [8] poswiecona jest zagadnieniom osadzania struktur azotkowych na podtozach krzemowych z
wykorzystaniem niskotemperaturowych warstw przektadkowych z AIN. Autor porownuje struktury z
jedng i dwiema przektadkami, wskazujgc brak korzystnego wptywu na parametry elektryczne w tym
drugim przypadku i weryfikujgc skutecznosé tej metody w przypadku osadzania struktur dla
trar;'zystoréw HEMT. Badania pozwolity rowniez na okreslenie optymalnych warunkdéw wzrostu
warstwy buforowej. Prace [9] i [10] réwniez dotycza zagadnien optymalizacji warunkéw osadzania
warstwy buforowej (dla struktur z pojedynczg warstwg przektadkowa LT-AIN) i ich wptywu na
morfologie powierzchni, wielkos¢ naprezen i wilasciwosci elektryczne dwuwymiarowego gazu
elektronowegeo.

Trzeci obszar badawczy dotyczy wplywu konstrukcji warstwy barierowej GaN na parametry
elektryczne dwuwymiarowego gazu elektronowego (2DEG), a wyniki badann Habilitanta w tym
obszarze przedstawione sg w pracach [11-13], przy czym warto podkreslié, ze Habilitant jest
pierwszym autorem we wszystkich trzech. W pracy [11] zajmuje sie zagadnieniem ruchliwosci
elektrondow 2DEG na skutek efektéw rozpraszania na stopach w barierze AlGaN, analizujgc (na
podstawie wynikéw modelowania i danych eksperymentalnych) wpltyw warstwy przektadkowej AIN
na ruchliwosc¢ elektronéw i optymalizujac jej grubosé. W pracy [12] zawarte sg wyniki prac nad
optymalizacjg konstrukcji heterostruktur AlGaN/GaN pod katem maksymalizacji ruchliwosci oraz
koncentracji dwuwymiarowego gazu elektronowego (efektu o przeciwstawnym charakterze).
Badania przeprowadzone na kilku seriach struktur testowych {o modyfikowanej grubosci bariery,
sktadzie, konfiguracji warstw), pozwolity na ocene wptywu grubosci warstwy AIN i czasu
przeptukiwania reaktora na parametry elektryczne 2DEG, a takie na analize pordwnawczy
wiasciwoséci heterostruktur o réinej konstrukcji (z bariera domieszkowang krzemem i
niedomieszkowang, z barierg o réznej zawartosci glinu). Praca [13] zawiera wyniki badan struktur z
barierg supersieciowg GaN/AIN. Autor porownuje wytworzone struktury jednorodne i supersieciowe,
osadzane na podtozach szafirowych i krzemowych (przy czym nalezy zauwazy¢, ze struktury z barierg
supersieciowg na podtozach krzemowych charakteryzujg sie aspektem nowosci publikacyjnej), cho¢
wydaje sig, ze wyniki badan w tym przypadku nie prowadzg Habilitanta do jednoznacznych
wnioskéw, pozostawiajac poie do dalszych badan i interpretacii.

Czwarty (i ostatni obszar badawczy) wskazany w autoreferacie to epitaksja selektywna oraz
wieloetapowa heterostruktur AlGaN/GaN do zastosowan w przyrzadach mikroelektronicznych.
Habilitant wskazuje prace [14] i [15], jako reprezentatywne dla tego obszaru. W pracy [14] zajmuje
sie zagadnieniami wieloetapowej epitaksji heterostruktur AlGaN/AIN na podtozach szafirowych do
zastosowar w tranzystorach krawedziowych i tranzystorach z aperturg pragdowa, badajac wptyw
poszczegdinych etapow technologicznych na morfologie ww. heterostruktur. Badania pozwolity na
wskazanie krytycznych krokéw technologicznych i opracowanie nowej metody wzrostu warstw
azotkowych na trawionym plazmowo GaN, pozwalajacej m.in. na unikniecie efektu pasozytniczego
autodomieszkowania. Ostatnia w przestawionym w cyklu publikacji praca [15] dotyczy badan nad
selektywng epitaksjg, w ktérej Autor analizuje teoretycznie i eksperymentalnie wptyw parametrow

¥y
w
i
Lo ]
O
-
3



geometrycznych maski i okna na parametry osadzanych selektywnie heterostruktur, co moze
stanowi¢ wstep do przysztych prac w zakresie modelowania i optymalizacji proceséw selektywnego
wzrostu epitaksjalnego.

Wszystkie publikacje, wskazane jako osiggniecie naukowe, maja charakter scisle technologiczny, aich
zawartosc dobrze ilustruje systematyczny rozwdj naukowo-badawczy i kompetencyjny Habilitanta w
kierunku dojrzatego i samodzielnego naukowca i dojrzatego eksperta w dziedzinie technologii
szeroko-przerwowych materiatéw pétprzewodnikowych do zastosowan w mikroelektronice. Wyniki
w nich przedstawiane charakteryzujg sie niewatpliwymi aspektami oryginalnosci i w mojej ocenie
wnosza istotny wkiad do stanu wiedzy w obszarze technologii heterostruktur pétprzewodnikowych z
materiatéw azotkowych do zastosowarn w mikroelektronice. Badania dr. inz. Mateusza Wosko
pozwolity niej tylko na poszerzenie stanu wiedzy, ale réwniez na optymalizacje procesow
technologicznych i lepsze zrozumienie zaleznosci pomiedzy parametrami processingu a wynikowymi
parametrami fizycznymi, morfologicznymi i elektrycznymi wytwarzanych heterostruktur.

Analiza publikacji, przedstawiona powyzej, potwierdza zaréwno zaangazowanie i wysitek badaweczy,
jak rowniez kompetencje technologiczne Habilitanta — warto tu wspomnie¢, ze wszystkie
heterostruktury, badane w ramach ww. prac zostaty zaprojektowane i wytworzone samodzielnie
przez Habilitanta (lub przy jego udziale). Habilitant z duig biegtoscig postuguje sie nie tylko
technologiami, ale réwniez bogatym portfolio narzedzi i technik pomiarowych, obejmujgcych m.in.
mikroskopie elektronowa, mikroskopie sit atomowych, dyfrakcje rentgenowska, reflektometrie,
spektroskopie masowg, spektroskopie fotoluminescencyjna, spektroskopie impedancyjng. Taka
biegtoé¢ umozliwita Habilitantowi skuteczne zbieranie danych do wnioskowania o efektach
odpowiedzialnych za obserwowane zmiany wiasciwosci struktur.

Opanowanie do poziomu eksperckiego metod i narzedzi technologicznych oraz zaawansowanych
metod pomiarowych, a takze rozwéj nowych metod pomiarowych i technologii uwazam za wartos¢
sama W sobie, przekraczajgcg zakres zwyktego rzemiosta technologicznego, szczegolnie, ze dotyczy
obszaru technologicznego o istotnym potencjale aplikacyjnym.

Nieco stabszy punkt prac skfadajacych sie na osiagniecie naukowe, nieskompensowany w
autoreferacie, stanowi do pewnego stopnia przyczynkowe podejscie do omawianych zagadnien, nie
do korica odzwierciedlajgce ambitny tytut cyklu, sugerujacy synteze zagadnien technologicznych (na
taka ambicje wskazuje réwniez zakres poruszanych zagadnieri). Dla przyktadu, Autor wymienia
wprawdzie szerokg grupe materiatéw podiozowych, ale prace technologiczne ewidentnie
koncentruje na podtozach krzemowych, przy znacznie mniejszym udziale Al;Os i praktycznym braku
informacji o pozostatych — SiC i GaN. Podobnie selektywny charakter ma dyskusja wszystkich czterech
wskazanych podobszaréw badawczych. Zdajgc sobie sprawe i rozumiejac takie podejscie, wynikajgce
z charakteru zestawu publikacji, stanowigcych osiggniecie naukowe poddawane ocenie, chciatbym
nadmieni¢, ze bytoby wielka szkoda, gdyby obszerna wiedza technologiczna Habilitanta nie znalazta
odzwierciedlenia w szerszej monografii, systematyzujacej zagadnienia technologii heterostruktur
AlGaN/GaN.

5|Strona



Nadmieniam, ze uwaga ta nie umniejsza znaczgco wartosci przedstawionego cyklu publikacji, ktéry
oceniam jako oryginalny i wnoszgcy istotny wktad do stanu wiedzy, w petni uzasadniajgcy nadanie
jego Autorowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Ocena pozostatego dorobku naukowego,

Zgodnie z dostarczong dokumentacjg, na catkowity dorobek naukowy Habilitanta, obok prac
wchodzacych w sktad przedstawionego do oceny osiggniecia naukowego, skiadajg sie 3 rozdziaty
opublikowane w monografiach naukowych, 30 artykutéow opublikowanych w czasopismach
naukowych (w tym 16 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), 45 publikacji w materiatach
konferencyjnych (w tym 27 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), 34 wystapienia na krajowych
lub miedzynarodowych konferencjach naukowych (w tym 34 po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora), wséréd nich 2 wyktady zaproszone i 5 plenarnych (2 po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora). Jest rowniez wspotautorem pojedynczego zgtoszenia patentowego — fakt aktywnosci
patentowe] (pomimo, iz pojedynczy) uwazam za istotny element aktywnosci naukowej w obszarze
nauk technicznych.

W wykazie osiggnie¢ autor wymienia réwniez osiggniecia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
wskazujac na publikacje w wydawnictwie Raporty Wydziatu Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki
(nawiasem moéwiagc niewtasciwie przypisane do okreséw przed i po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora) — w sumie 11, w tym 6 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Te przyjmuje z pewnymi
watpliwosciami, nie potrafigc zweryfikowac ich charakteru. Niezaleznie jednak od tej uwagi catosc
dorobku naukowego Habilitanta oceniam wysoko, nie majac watpliwosci co do spetnienia formalnych
wymogow stawianych w procedurach awansu naukowego.

Istotnym elementem oceny aktywnosci naukowej jest udziat w realizacji projektow badawczych
(krajowych i miedzynarodowych) oraz ekspozycja na miedzynarodowe S$rodowisko naukowe.
Habilitant uczestniczyt w sumie w realizacji 11 projektéw naukowo-badawczych (w tym 6 po
uzyskaniu stopnia doktora), w charakterze wykonawcy (4), gtownego wykonawcy (5) lub kierownika
projektu (1), co z pewnoscig nalezy uznac za wskazniki potwierdzajgce w wystarczajgcym stopniu jego
aktywnos$¢ naukowa, chol przy niewielkim niedosycie spowodowanym zaledwie pojedynczym
przypadkiem samodzielnego kierowania projektem.

W ramach informacji o uczestnictwie w miedzynarodowych programach badawczych Habilitant
wymienia swoj udziat w trzech projektach realizowanych w ramach Polsko-Stowackich Programoéw
Wykonawczych oraz udziat w programie wymiany bilaterainej naukowcow migdzy Rzeczpospolitg
Polskg a Republikg Stowacji, realizowany w ramach programu NAWA. To stosunkowo skgpe
umiedzynarodowienie badan, ograniczone do pojedynczego kraju (i bezposredniego sasiedztwa
zarowno geograficznego, jak i jezykowego) rowniez pozostawia wrazenie pewnego niedosytu,
szczegdlnie w kontekécie atrakcyjnej, jak sie zdaje, tematyki badawczej, podejmowanej przez
Habilitanta.
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Habilitant odbyt réwniez szereg krotkoterminowych (zwykle tygodniowych) stazéw, warsztatéw
naukowych i szkoleri zagranicznych w takich osrodkach jak Slovak University of Technology,
Technische Universitat Dresden, Instituto de Energia Solar, Universidad Politécnica de Madrid oraz
firma AIXTRON Ltd.

Dziatalnos¢ organizacyjna

Dziatalnoéé o charakterze organizacyjnym pokazuje otwartos¢ naukowca na dziafania realizowane
pro bono oraz ogélne zaangazowanie we wspoéforganizowanie szeroko rozumianego ekosystemu
nauki. Jeszcze przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitant angazowat sie w dziatalnosc
popularyzujgcg nauke poprzez uczestnictwo w dziataniach kot naukowych, zaangazowanie w
festiwale nauki, a takze przygotowywanie materiatéw promocyjnych macierzystego wydziatu. Od
2010 roku jest zaangazowany w organizowanie i wspotprowadzenie wizyta ucznidw szkof
podstawowych i s$rednich na wydziale. Habilitant brat kilkukrotnie udziat w komitetach
organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych — trzykrotnie w Seminariach Powierzchnia i
Struktury Cienkowarstwowe (jako cztonek Komitetu organizacyjnego, w tym 2 razy po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora), Seminarium Beneficjentow Programoéw TECHNO i TECHNE 2004 i
Krajowej Konferencji Nanotechnologii (przed uzyskaniem stopnia doktora). Jest cztonkiem Rady
Mitodych Centrum Materiatdw Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wroctawskiej,
cztonkiem Polskiego Towarzystwa Prozniowego, a przed uzyskaniem stopnia doktora byt cztonkiem
Stowarzyszenia Naukowego Studentow ,Optoelektronika i Mikrosystemy” oraz cztonkiem sekcji
studenckiej IEEE w Politechnice Wroctawskiej.

Habilitant jest rowniez aktywnym recenzentem publikacji naukowych —w dorobku wykazuje recenzje
16 prac wykonane dla takich czasopism, jak Physica Status Solidi A, Journal of Alloys and Compounds,
Micromachines, MDPI Electronics i innych wydawnictw.

Uczestniczyt takze w zespotach oceniajacych wnioski o przyznanie finansowania badan - w programie
,Grant Plus” Wydziatu Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego (w latach
2012-2015), w programie ,Przedsiebiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwgj regionu”,
organizowanym przez te sama instytucje w latach 2010-2013, a takze w programie ,Dolnoslaski bon
na innowacje” realizowanym przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa DolnoSlgskiego oraz
Dolnoslaska Agencje Rozwoju Regionalnego w latach 2017-2019.

Aktywnos$¢ Habilitanta w tym obszarze nie podlega dyskusji — oceniam jg jako bardzo dobra,
szczegblnie, ze wiele jej aspektdw jest nie tyle funkcjg zaangazowania, co pojawiajacych sie
mozliwosci.
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Dziatalnos¢ dydaktyczna

Wsérdod  dziatalnosci dydaktycznej Habilitant wymienia przede wszystkim prowadzenie zajec
dydaktycznych (zaréwno w jezyku polskim, jak i angielskim) z licznych przedmiotéw z zakresu
elektroniki, mechatroniki telekomunikacji oraz informatyki. Wymienia réwniez prace zwigzane z
opracowywaniem materiatdw dydaktycznych do czesci przedmiotéw, takich jak Przyrzady
Pétprzewodnikowe, Elementy i Uktady Elektroniczne, Elektronika, Electronics, Podstawy Technik
Wytwarzania, Mikroelektronika, Technologie Opto- i Mikroelektroniczne, Swiattowody, Sieci
Komputerowe, Informatyka, Urzadzenia Peryferyjne Systeméw Komputerowych czy UNIX. Szeroki
zakres tematyczny prowadzonych i wspotprowadzonych zaje¢ potwierdza duzg wszechstronnosc
merytoryczng Habilitanta i duze zaangazowanie w ksztatcenie studentow.

Habilitant byt (lub nadal jest) promotorem pomocniczym w 4 przewodach doktorskich, co dodatkowo
potwierdza jego zaangazowanie w ksztatcenie i rozwdj mtodej kadry badawczej. Byt réwniez
promotorem 3 prac magisterskich i 12 prac inzynierskich, to moze wydawac sie by¢ liczbg stosunkowo
skromng, ale chyba odzwierciedlajgcg stosunkowo niski poziom zainteresowania studentow
realizacjg prac o charakterze technologicznym.

Podsumowanie wskainikéw bibliometrycznych

W trakcie swojej kariery naukowej Habilitant opublikowat w sumie 34 prace o przypisanym
wspétczynniku wptywu (IF), w tym 24 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Sumaryczny
wspotczynnik wptywu wszystkich prac wynosi 52.193 (w tym 45.563 po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora, co pokazuje dynamiczny rozwoj naukowy Habilitanta). Sumaryczna liczba cytowan prac
Habilitanta wg bazy Scopus wskazana w dokumentacji wynosi 214 (166 bez autocytowar), w tym 195
(158) po uzyskaniu stopnia doktora. Wskazane w dokumentacji wartosci wg bazy Web of Science
wynoszg odpowiednio 195 (148), w tym 130 (92) po uzyskaniu stopnia doktora. W chwili
przygotowywania niniejszej recenzji wartosci te byly wyzsze i wynosity wedtug bazy Scopus 228
(sumarycznie) i 177 (bez autocytowan), przy wskazniku h (index Hirscha) wynoszacym 9 (8 bez
autocytowan).

Oczywistym jest, ze suche wskazniki bibliometryczne nie moga w zadnym wypadku przesadzac o
ocenie dorobku naukowca, tym niemniej wydaje sie, ze odzwierciedlajg w pewnym stopniu dynamike
rozwoju naukowego. W przypadku dr. inz. Mateusza Wosko te dynamike, widziang nie tylko przez
pryzmat wskaznikéw bibliometrycznych oceniam jako bardzo dobrg, szczegolnie biorgc pod uwage
specyfike dyscypliny, reprezentowana specjalnos¢ naukowa oraz obszar badarn.
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Whioski koricowe

Biorac pod uwage pozytywng ocene osiggniecia naukowego, na ktére sktada sie cykl publikacji [1-15]
oraz pozostatego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, a takie potwierdzone
doswiadczenie badawcze i samodzielnos¢ formutowania hipotez, prowadzenia badan i rozwijania
nowych technologii, stwierdzam, ze Pan dr inz. Mateusz Wosko spetnia ustawowe wymogi stawiane
kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego (art. 221 ust. 4 i 5 ustawy z dn. 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85. z pdzn. zm.)).

Majgc powyzsze na uwadze wnioskuje do Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika Politechniki Wroctawskiej o podjecie uchwaty o nadaniu Panu dr. inz. Mateuszowi
Wosko stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych,
dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.
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